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摘 要

本實驗以UHV CVD成長一層Si0.8Ge0.2於n-Si基板上，再以射頻濺鍍系統(RF sputtering system)濺鍍ITO薄膜於其上。此層

未摻雜的Si0.8Ge0.2厚150nm，且呈p型有形變(strain)。最後我們得到的最佳製程參數為，在室溫下，通入氬氣110sccm，並

維持濺鍍壓力為10mtorr時，以射頻功率30W濺鍍，可得到一片電阻為32.5Ω/□的透明導電薄膜。而此薄膜再經600oC退火

後，將有最低的片電阻值28.7Ω/□，和在我們想要應用的波段的穿透率，都有80%以上。 我們準備了兩種樣品，一種是

直接將ITO薄膜濺鍍於矽鍺上的，為ITO/p-Si0.8Ge0.2，另一種加了一層矽覆蓋層(10nm)，為ITO/Si/p-Si0.8Ge0.2。而

以TLM為ITO/Si/p-Si0.8Ge0.2和ITO/p-Si0.8Ge0.2所量測的特徵接觸電阻分別是2.78x10-2 Ω-cm2 (以600oC退火)

和2.26x10-5Ω-cm-2 (未退火)。 　　最後，在有無Si覆蓋層的樣品上，我們以ITO電極製作金屬-半導體-金屬光檢測器。而

當我們以功率500μW的鹵素燈照射這些檢測器。ITO/p-SiGe在波長1129nm處有波峰，且在家1V偏壓時，響應率

為0.58A/W。然而，由於ITO/Si/p-SiGe有矽和矽鍺兩個吸收區，所以在加1V偏壓時，有兩個波峰。由於矽覆蓋層和矽鍺

層皆很薄，所以在外加1V偏壓時，會空乏掉此兩層而導致蕭基接觸；且在957nm、1150nm兩個峰值處的響應率分別

是0.639A/W、1.105A/W。而因矽鍺層較矽覆蓋層厚，所以在長波長1150nm處，有較高的響應率。
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